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I. 서  론

휴대용 무선기기를 비롯한 많은 무선통신 기

기들이 저 전압 및 저 전력 특성을 요구하고 

있다 [1-3]. 이를 위해 저 전압 및 저 전력 특

성을 지닌 바이어스 회로를 집적회로에 적용하

기 위해 많은 연구가 진행되고 있다 [1-3]. 

본 연구에서는 저 전압 및 저 전력 특성을 

지닌 고주파 회로인 5.25-GHz BiCMOS 저 잡

음 증폭기를 위한 바이어스 회로를 제안한다. 

이러한 회로는 1볼트의 낮은 공급전압에서 

동작하고, 0.18μm SiGe 공정으로 제작되어 

있다. 저 전압 및 저 전력 특성을 위해 밴드 

갭 참조 구조의 바이어스 회로를 설계하였다.  

II. 본  론

그림 1은 본 연구에서 제안하는 저 전압 및 

저 전력 회로에 응용하기 위한 밴드 갭 참조

바이어스 회로를 나타낸 것이다. 이러한 바

이어스 회로는 각 단에 안정한 바이어스 전

류를 공급하기 위해 사용한다 [2]. 온도나 기

타 다른 외부 영향에 상당히 안정하며, 저 

전압 응용에 적합하다. HBT Q3과 Q4는 각각 

약 0.84V의 베이스-에미터 전압 VBE에 바이

어스 되어 있다. Decoupling 커패시터 C5는 

바이어스 전압으로부터 발생되는 고주파 잡

음을 바이패스 시키기 위해서 사용하였다 

[3]. 식 (1)은 트랜지스터 Q3과 Q4의 

M=W/L=52에 대한 바이어스 전압 조정 비

를 나타낸 것이다.
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요  약

   본 논문은 5.25-GHz BiCMOS 저 잡음 증폭기를 위한 바이어스 회로를 제안한다. 이러한 회로

는 1볼트 전원에서 동작하며, 저전압 및 저전력으로 동작하도록 설계되어 있다. 제안한 회로는 0.18

μm SiGe HBT BiCMOS로 설계하였다. 이러한 회로는 밴드 갭 참조회로 (band-gap reference 

circuit)를 사용하였다. 

키워드 
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그림 1. 밴드 갭 참조 회로

III. 시뮬레이션 및 실험 결과

그림 2는 본 연구에서 제안하는 밴드 갭 

참조 바이어스 회로의 온도 및 공급 전압에 

따른 바이어스 전압 변동을 나타낸 것이다. 

R6에 걸리는 전압은 양의 온도 계수를 가지
고 있기 때문에 Q3 및 Q4의 VBE에서의  감

소를 보상한다. 밴드 갭 참조 회로에서 참조

전압의 0에 가까운 온도 계수는 바이폴라 트

랜지스터의 VBE의 음의 온도계수와 서로 다

른 에미터 면적을 가진 두 바이폴라 트랜지

스터의 에미터-베이스 차(ΔVBE)의 양의 온도

계수를 합함으로써 얻을 수 있다. 그림 2로

부터 알 수 있듯이 본 연구에서 제안하는 밴

드 갭 참조 바이어스 회로는 온도 및 공급 

전압에 따라 안정한 바이어스 전압 변동을 

나타내었다.   

그림 2. 온도 및 공급 전압에 따른 바이어스 

전압 변동

IV. 결  론

 본 논문에서는 5.25-GHz BiCMOS 저 잡

음 증폭기를 위한 바이어스 회로를 제안하였

다. 제안한 회로는 저전압 및 저전력으로 동

작하도록 설계하였으며, 0.18μm SiGe HBT 

BiCMOS로 설계하였다. 본 연구에서 제안하

는 밴드 갭 참조 바이어스 회로는 온도 및 

공급 전압에 따라 안정한 바이어스 전압 변

동을 나타내었다.   
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